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１．概要（Summary） 
 近年、結晶系太陽電池は、p 型ウェハで 19%以上の

変換効率（セルの状態）を出すまでに至っている。 
 これは、n+エミッター上の反射防止膜兼パッシベー

ション膜である SiNx 膜の最適化が進んだ結果である。 
 この先、更なる変換効率を向上させるには n+エミ

ッターと逆の面（裏面）のパッシベーションが必須と

なる。 
 このパッシベーション膜として期待されているの

が、高い負の固定電荷を持つ AlOx 薄膜である。 
 今回 Passivated Emitter and Rear Cell (PERC)と
呼ばれる太陽電池で一般的に使用される ALD AlOx
と反応性スパッタで成膜する AlOx との膜中水素量を

FT-IR で比較する。  
２．実験（Experimental） 

利用した装置 ： Picosun 社 ALD 成膜装置 
 
半導体用ウェハ(p 型、ポリッシュ、50mm□、1 枚)

に ALD 成膜装置で AlOx を 6 時間成膜する。成膜温

度は 300℃とした。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 ALD の比較対象に SCREEN で開発中の反応性ス

パッタ AlOx サンプルを作製した。反応性スパッタサ

ンプルは Ar ガス中に水素を添加し、膜中水素濃度を

上げた Sputter AlOx(1)、水素非添加の Sputter 
AlOx(2)の 2 種類を用意した。 

FT-IR 測定には Perkin Elmer FT-IR Spectrometer 
Frontier Gold を使用した。測定は透過モードで行っ

た。測定結果を Figure 1.に示す。ALD AlOx は O-H
ピークも無く膜中水素量が少ないことが予想される。

また、1100cm-1に Si-O のピークがあるが成膜中の熱

で Si/AlOx 界面に成長したと考えられる。次に反応性

スパッタで成膜した AlOx サンプルであるが水素添加

サンプル Sputter AlOx(1)は 3300cm-1付近に O-H の

ピークが有り成膜中に添加した水素が遊離水素では

無く化学結合した状態で AlOx 中に取り込まれている。

また水素非添加サンプル Sputter AlOx(2)では AlD 
AlOx 同様 O-H ピークは見出されなかった。 
 今回の実験で反応性スパッタによる AlOx が ALD
と同等の低水素濃度から成膜中に水素ガスを添加す

ることで膜中水素濃度を調整可能なことが分かった。

今後は太陽電池ウェハの種々の構造(テクスチャ表面/
エッチング表面)、ボロン拡散濃度のパッシベーション

に最適な水素濃度を調査する。 
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Fig.1 FT-IR data of ALD film compared to spattered 
films. 


